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[57]申請專利範圍
1.　一種光伏電池結構，包括：第一能隙層，係為矽晶片，其具有一第一表面及一第二表
面；第二能隙層，係為厚度介於 1~100 之半導體薄膜，其設置於該第一能隙層之該第一
表面上，且能隙大於該第一能隙層之能隙；第三能隙層，係包含有寬能隙導電材料，其

設置於該第二能隙層上，且其能隙大於該第二能隙層之能隙；背部電極，係與該第一能

隙層之該第二表面相接；以及指狀電極，係設置於該第三能隙層上，且與該第三能隙層

相接。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之光伏電池結構，其中該矽晶片為 P型矽晶片。
3.　如申請專利範圍第 1項所述之光伏電池結構，其中該半導體薄膜為非晶矽薄膜。
4.　如申請專利範圍第 1項所述之光伏電池結構，其中該半導體薄膜為本質半導體、N型半
導體或 P型半導體之任一種。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之光伏電池結構，其中該第二能隙層之厚度係介於 1~50 之
間。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之光伏電池結構，其中該第二能隙層之厚度係介於 1~10 之
間。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之光伏電池結構，其中該第三能隙層係一透明導電氧化物。
8.　如申請專利範圍第 7項所述之光伏電池結構，其中，該透明導電氧化物包括：AZO、

ITO、CTO、ZnO:Al、ZnGa2 O4 、SnO2 :Sb、Ga2 O3 :Sn、AgInO2 :Sn、In2O3 :Zn、
CuAlO2 ,LaCuOS、NiO、CuGaO2 或 SrCu2 O2 之任一種。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之光伏電池結構，其中該透明導電氧化物為 AZO。
10.   如申請專利範圍第 1項所述之光伏電池結構，其中該背部電極與該第一能隙層之該第二

表面間形成有一背部電場。

圖式簡單說明
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圖 1係一般習知 P-N接面結構太陽能電池之結構。
圖 2係習知移除 N層之太陽能電池結構。
圖 3(a)~(d)係本發明較佳實施例之結構製作流程。
圖 4係本發明較佳實施例之能隙漸近變化能帶示意圖。
圖 5係本發明較佳實施例之照光下電流-電壓圖。
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